
J. Niiranen    1 (11) S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit Tentti 
12.12.2013, kello 14 ... 17, sali E110 + RATKAISUT 

Papereihin Tentissä sallitut apuvälineet 
- sukunimi ja etunimet - kynät, kumit jne. 
- opiskelijanumero  - taskulaskin 
- koulutusohjelma.  - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 

1. Selvitä lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan
- neutronisäteilytys
- tyristorin toipumisaika
- SOA
- varistori
- lähivaikutus.

2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

3. Esittele kirjassa esitetyt vastustyypit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Kerro myös
mitä asioita on otettava huomioon vastuksen valinnassa ja mitoituksessa.

4. Yksivaiheisen diodisiltamoduulin SKB 26 (datalehti oheisena) jäähdytykseen käytetään jääh-
dytyselementtiä, jonka lämpövastus Rthsa = 5 ˚C/W. Kuinka isoa tasavirtaa sillalla voidaan
syöttää, kun jäähdytysilman lämpötila on 65 ˚C? Sillan lähdössä on iso suotokondensaattori.

5. SiC MOSFET moduuli BSM180D12P2C101 (datalehti oheisena) sisältää kaksi MOSFET
transistoria (diodit ovat fetin sisäisiä). Yläpuolen fetin diodiosa ja alapuolen fet johtavat alla
olevan kuvan mukaisesti vuorotellen kuormaan menevää virtaa. Jäähdytyselementin
lämpövastus Rth SA on 0,08 °C/W ja jäähdytysilman lämpötila on 45 °C. Mitkä ovat fettien
liitoslämpötilat, kun fettien hilasyötön resistanssi on 5.6 Ω ja jännite 18 V fetin tai sen diodiosan
johtoaikana ja 0 V muulloin? (Huom. datalehdessä alaindeksi f =  jäähdytyselementti).
Tasasähkösyötön jännite on 560 V.
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